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  سپس يك وشدهسيم بحث  هاي اپتيكي بي هاي جريان در سيستم م حاملاين مقاله مشكلات پهناي باند مربوط به استفاده از نسل دودر  - چكيده
 بي  اترنت سريعبراي استفاده در شبكه هاي كه  گردد ديناميك ورودي وسيع معرفي ميدامنه جرياني جديد با پهناي باند گسترده و تقويت كننده مد

تقويت و ) ظرفيت داخلي بزرگبا (ما بين آشكارسازهاي نوري ارزان قيمت  ايجاد ارتباط براي ي جريانتقويت كننده مداين . مناسب مي باشد سيم،
 معماري اساس .شود  استفاده مي ، ايجاد مي گردد توسط مبدل وروديكههاي خاص پهناي باند   غلبه بر محدوديتبه منظور هاي امپدانس بالا، كننده

  .. بنا نهاده شده استپائين،  با امپدانس ورودي حامل جريان نسل دوم مورد نظر بر پايه يك ي جريانتقويت كننده مد

  . ، تقويت كننده مد جرياني سريع ، اترنتCCII -كليد واژه
  

 مقدمه -1

ــزايش ســرعت  ــايه LAN  درارتباطــات    اف  توســعه در س

سـرعت  به عنوان مثـال  . مي آيدفزاينده پهناي باند به دست    

 همحـدود  به سـهولت بـه       ي كنوني  اترنت جريان  در ارتباطات   

100Mb/s  وقفـه مـشكلات      ي بـي    ايـن توسـعه   .  رسيده است

.  اسـت   نمـوده  سـيم فـراهم     جدي براي اتصالات اپتيكـي بـي      

 مـستلزم  ا در ايـن سيـستم ه ـ      ارتبـاط هـاي      ترعافزايش س 

  نـوري موجـود در ايـن        واسـط  مـدارهاي افزايش پهناي باند    

 چنـدين مـشكل تكنيكـي        بـروز   است كـه باعـث      ها سيستم

  .شود مي

ــولاً ــن     معم ــداراي ــط م ــوري ه واس ــاز ن ــك آشكارس   از ي

(Photodetector : PD) امپدانس بـالا تقويت كننده و يك  

 تقويـت كننـده   افزايش پهناي باند در يك       .تشكيل مي شود  

هـاي     پهنـاي بانـد در سيـستم       كه باعث افزايش  امپدانس بالا 

در . نخواهـد بـود   كار آساني   مي شود، در كل     سيم    اپتيكي بي 

  :ن مشكل وجود دارداين ارتباط، چندي

ظرفيت داخلي همراه با تقويت كننده  امپدانس ورودي )1

 ايجاد پهناي باند سيستم  غالبي در قطبكه آشكارساز بالاي

  .كند مي

 لازم   حساسيت بالا  كه براي داشتن   (، بالا  انتقالي  امپدانس )2

 ديناميـك ورودي قابـل دسـترس را          دامنـه  مـاكزيمم ) است

هـاي قـوي       محدوديت باعث اعمال  كند و اين كار     محدود مي 

  .مي شودهاي منبع و مقصد   فاصله ما بين سيستمدر

 نويز سيستم، محدوديت كمي  بر سطوح سيگنال ورودي          )3

 ديناميك ورودي و پهنـاي بانـد سيـستم را           دامنه و   گذاشته

 افزايش پهنـاي بانـد      و نويز سيستم     كاهش: نمايد محدود مي 

 نتيجـه   . است غير ممكـن    در كل امري      به طور توام   سيستم

  نوري سيم بي اترنت سريعاستفاده در  براي CCII  پهناي باندافزايش

  احسان فغفــوري

  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تبريـز
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  2

 مـا   سعي مـي شـود    ،  خاصن يك آشكارساز    شت با دا  ،اين كه 

مـصالحه   ديناميك ورودي و نويز    دامنه، پهناي باند،    بهرهبين  

  [1].اي صورت گيرد

 ي مد جريان  گرايش به سمت تكنولوژي   ،  اخيرهاي    در سال     

  بـالا  بهـره  و پهناي باند    كه داراي   هايي براي طراحي سيستم  

نـسل       اسـتفاده از    به ويژه،  .[4][3][2]شتر شده است  باشد،بي

هـاي كوچـك       امپـدانس  امكان وجـود  هاي جريان     دوم حامل 

كاهش دادن امپـدانس ورودي     . نموده است ورودي را ممكن    

 به قدمي ضروري در جهت افزايش پهناي بانـد         تقويت كننده 

 ظرفيـت بـالاي   مـي دانـيم  .  باشـد  ميسيم   بي نوريسيستم  

 را در ي قـوي ، قطب ـ بـالا   و امپدانس ورودي   ورودي آشكارساز 

سيم    بي نوريهاي     سيستم در نوري   ورودي هاي شبكه   اغلب

هاي ساخته شده بـا اسـتاندارد       آشكارساز  . [5]ايجاد مي كند  

 كــاهش امپــدانس ورودي جهــاني بــه عنــوان عــاملي اصــلي

 بر روي   مجزاجريان  فريك با براي جبران   . شناخته شده است  

همچنين . [4]به كار گرفته شده است     سيستم بي سيم نوري   

 ايـن بـافر زمـاني كـه مـا بـين             [4] نشان داده شده است كه    

 افزايش %30تواند  گيرد مي  قرار ميتقويت كنندهآشكارساز و 

تقويت حتي بدون وجود    (در پهناي باند سيستم بوجود آورد       

  ).كننده هاي امپدانس بالاي طرح سنتي

ر بهبود پهنـاي    د تاثيرگذار   ي اصل  در مورد عوامل   ادامهدر      

استفاده سيم    هاي بي    سيستم كه در د جرياني   م مدارهايباند  

 جريـاني بـه      مـد  رهاياايـن مـد    .خواهد شد بحث    مي شود، 

هـاي  تقويـت كننـده   و نـوري   بـين مبـدل      واسط عنوان بافر 

 تغييراتـي    در اين راسـتا    .عمل مي كند  امپدانس بالاي ساده    

هاي جريـان     ل دوم حامل   نس AB كلاس    طرح سنتي  بر روي 

در ه   همراه با تكنيك بيـان شـد        اگر  كه [6][7]داده مي شود  

مورد استفاده قرار   سيم     بي نوريهاي    ، براي سيستم  [8]مرجع

 بـه  مدارهاي جريـاني  براي اين  رفتار فركانسي بهتري    گيرد،  

 جريـان و نـويز      بهره به پهناي باند،     توجه با .دست خواهد آمد  

همچنـين   شـده و     ستورالعمل مطرح تعدادي د ورودي معادل   

ــراي  ــيارتبــاط مــداري كــه ب ــوريســيم  ب  اترنــت ســريع ن

 خواهـد    به همراه مدل كامل سيـستم ارائـه        سازي شده   بهينه

  .شد

رد ـي عملكـود يافته و بررسـ بهبCCIIرح ـــ ط -2
  فركانسي آن 

 بـراي   يسيم اپتيكي بايست    بيرابط هاي   امپدانس ورودي       

نـسل  . پايين باشـد   نهايت  اند زياد، بي  هايي با پهناي ب     سيستم

بــراي ايــن  كانديــداها بهتــرين (CCII) جريــان  دوم حامــل

 اسـت كـه امپـدانس       نـشان داده شـده    ، زيـرا    منظور هستند 

  كـاهش داد   هـايي   توان با استفاده از تكنيك       مي  را ورودي آن 

 جريـان   تقويـت كننـده مـد      بـه عنـوان      CCIIبنابراين  . [8]

 بـه نظـر     مناسـب سـيم     اپتيكي بي هاي     براي سيستم  ،ورودي

 باعـث   CCIIبا اين وجود تاثيرات فركـانس بـالا در          . رسد  مي

  .شود ايجاد مشكلاتي در كارآيي سيستم مي

  بهبود يافته CCII يها ويژگي -2-1
توان توسـط      مي  را )1شكل  ( يك نسل دوم حامل جريان          

  :ودنممعادله ماتريسي زير كاملاً توصيف 
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 پارامترهاي مربوط بـه     ، درون ماتريس سيستم   ايه هاي در    

  . دهد  نشان مي را جريان كه وابسته به فركانس هستند حامل
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Av  هاي   ولتاژ گره   بهره  نشان دهندهY   و X   وAi بهره  نشانگر  

بـراي  .  اسـت  Z و خروجـي كلـي       Xجريان مـا بـين ورودي       

 ، درZ  و خروجــي X,Yمنظــور كــردن تــاثيرات وروديهــاي 

 ,Zهـاي   هاي موجود در ترمينـال   امپدانس،ماتريس سيستم

Y, X مـي تـوان   اگرچـه  . تـاس ـ شـده    حساب آورده نيزبه

كه تنهـا از دو پـارامتر       (آل     به صورت ايده   راماتريس سيستم   

نس مقادير امپـدا   معمولاً و شدهليتشك  Av , Aiر ـر صفـغي

، وابـسته بـودن آن بـه     ولـي  در نظر گرفت)داردبسيار پايين  

كند كه براي آناليز فركانس بالا اين مقادير          فركانس ملزم مي  

  .را نيز در نظر بگيريم

  انس وروديدكنترل امپ -2-2
توان توسط مدار نشان داده       ميرا   CCIIامپدانس ورودي       

ز ني ـهـايي     اين شكل مـدل   در   (.دكر كنترل   3شده در شكل    

 حامـل  و بـار     سـاز  پارازيتي آشـكار     ظرفيت براي نشان دادن  

يك خروجي سـاختگي     Zb).  در نظر گرفته شده است     جريان

  و Y حاملهاي    پايانه.  است Z همانند خروجي     هاي با ويژگي 

Zb          هر دو بـه مقاومـت كنتـرل (Rcomp)    و بـه      متـصل شـده 

 منفي در   فيدبك ،اين طرح . وصل گرديده اند  پتانسيل ثابتي   

آورد    بوجـود مـي    Xمپدانس ورودي مشاهده شده در پايانـه        ا

  اسـتفاده مـي    )1( رابطـه  مـاتريس  اين طرح از    در وقتي. [8]

 محاسبهه زير   رابط از X امپدانس ورودي موثر در پايانه       ،دشو

  :د گردمي

(2)  
compzy

compiv
xxcomp Rgg

RAA
rr

)(1 ++
−=  

 امكـان   ،فيـدبك دهد كه با اين طـرح          نشان مي  )2(     رابطه

وجود دانس ورودي موثر به مقادير كوچك دلخواه         امپ كاهش

يـك و     بـه   جريان نزديك  بهره ولتاژ و  با در نظر گرفتن     . دارد

تركيب امپدانس  ،  rx نزديك به    Rcompيك مقدار از        همينطور

 رفتـار    بـه خـاطر    با اين وجـود   . كرد صفر    را مي توان   ورودي

 نيـز  پارامترهـاي مـاتريس      حامـل، ال    فركانس بالاي غير ايده   

 دو رفتـار     باعـث  اين وابستگي . خواهد شد وابسته به فركانس    

 . بهـره جريـان   ماكزيمم شـدن نوسان و يا    : مي شود نامطلوب  

 رسـيدن امپـدانس ورودي در       حـداكثر هر دو تاثير فوق با به       

 مـي دهنـد   ها نشان   بررسي  . هاي بالا مرتبط هستند     فركانس

دي  و ورو  Zbخروجي  مشخصات  كه اين تاثيرات در صورتيكه      

Xرسد  مشابه باشند به حداقل مي.  

  افزايش پهناي باند -2-3
تقويـت   باند قابل دسترس از يـك        يبراي رسيدن به پهنا       

بـا   ، چهار محدوديت اصلي   CCIIجريان مبتني بر    كننده مد   

  :ك وجود دارددباين ساختار في

  )هقطبي كنند(هاي پولاريزه كننده  جريان )1

   ترانزيستور اثر)2

   Rcompنيمقاومت جبرا) 3

   ذاتي آشكارساز ظرفيت) 4

 نوري عموماً بـه خـاطر ملزومـات        آشكارساز   ذاتي     ظرفيت

 ) و غيره  سطح ،   لاريزاسيون ولتاژ پ   نوري،  آشكارساز  (سيستم

تا حد ممكن،    پهناي باند زياد     براي داشتن باشد و معمولاً      مي

   پهناي اگر كاهشدر غير اين صورت . پايين گرفته مي شود

  

  )بهبود يافته( جريان نسل دوم حامل): 1(شكل 



  ديگـر  تغييـر پارامترهـاي   نيـاز بـه     بدون   (تقويت كننده باند  

  .مد نظر باشد، مي توان اين مقدار را كاهش داد) مدار

 كـلاس سـنتي    CCIIهاي پـولاريزه كننـده در         جريان    از  

AB )   توان براي كاهش يا افزايش پهنـاي بانـد           مي) 3شكل

 طبيعتاً پهنـاي      افزايش جريان،  با. ه كرد تقويت كننده استفاد  

 ، افـزايش جريـان    ،بـا ايـن وجـود     . يابـد   باند نيز افـزايش مـي     

در نهايـت   دهـد و      امپدانس ورودي را نيز تحت تاثير قرار مي       

رفتارهاي نوساني  . شود    به رفتارهاي نوساني منتهي    مي تواند 

ر و همان طـو    (.از بين برد   Rcompتوان با اندكي افزايش       را مي 

هـاي ورودي كـوچكتر       آيد به امپـدانس      برمي )2( رابطهكه از   

 از جريـان    بهينـه اي   مقـدار    دو اثـر،   ايـن    . )شـود    مـي  منجر

 بهينـه، علاوه بـر ايـن مقـدار        . كنند   ايجاد مي  نندهپولاريزه ك 

 افـزايش  ننـده پهناي باند ديگر با افزايش جريـان پـولاريزه ك   

 بهينـه  عملكـرد    ه ناحي ـ يابد، زيرا برخي از ترانزيـستورها       نمي

  .كنند خود را ترك مي

 مطالعات براي افـزايش     ، ترانزيستور سايزبا در نظر گرفتن         

 بــراي ابعــاد بهينــهمقــدار د كــه يــك پهنــاي بانــد نــشان دا

بـراي مقـادير    .  وجـود دارد   CCII در   هاي موجـود  ترانزيستور

ر  دي موجـود در  ترانزيستورها،Wopt بهينه  پهنايي يكبالا

ــه ــرا حلق ــ ت ــدي )M1, M4 ((Translinear)يخط  پيكربن

هـاي پـارازيتي محـدود        ظرفيت   پهناي باند توسط     )4(شكل

 Woptايـن مقـدار     . يابد  كاهش مي   ،  ابعادشود و با افزايش       مي

ايـــن .  اســـت0.8um در تكنولـــوژي 80umنزديـــك بـــه 

 بزرگتـر از ترانزيـستورهاي      يترانزيستورها هم چنـين بايـست     

مـشخص مـي    هم چنـين    . دناشهاي جريان ب    موجود در آينه  

هـايي را در رفتـار       خروجـي نيـز محـدوديت      طبقـه  كـه    شود

  .كند سيستم با پهناي باند وسيع ايجاد مي

  تقويت كننده پيشنهاديمعماري  -3
 4 سنتي همان طـور كـه در شـكل           CCIIتغييراتي را در        

هـاي    رهنمـود يم كه براساس    ه ا نمايش داده شده، ايجاد كرد    

تقويـت   بـه عنـوان يـك        CCIIاين  . استزير بنا نهاده شده     

 و يـك     آن  همـراه آشكارسـاز در ورودي       به  جريان كننده مد 

اين مـدار   .  به كار برده مي شود     )2شكل  (ك  دبپيكربندي في 

 طبقه بهره تشكيل شده كه در آن      جريان و يك     حاملاز يك   

ــدهورودي  ــت كنن ــه تقوي ــل X، پايان  خروجــي آن Z و حام

 AB نـسل دوم كـلاس       حامـل جريـان مـا يـك       حامل  .است

  .بالا مي باشدفركانس 

خطـي   تراهـاي جريـان از يـك حلقـه      اين نـوع از حامـل       

 M1 ترانزيستورهاي   تركيبي از ، كه در اينجا      اند تشكيل شده 

ــي ــد M4ال ــي باش ــستورهاي . م  خروجــي M17و  M16ترانزي

 كه به منظور فراهم آوردن به وجود مي آورند را Zbساختگي 

  اين .  طراحي شده استXورودي هاي مشابه  ويژگي

  CCII تقويت كننده مد جرياني (2): شكل



 بهتر و بالاتري را تامين      ي كوچك رفتار فركانس   )اصلاح(تغيير

 رابطـه  (Ai جريان  بهره كند، تاثير اصلي اين تغيير بر روي        مي

. ديده مي شـود    Zb و خروجي ساختگي     Xما بين ورودي    ) 4

  بهـره اي    دو ترمينـال،    جريان بين ايـن    بهرهپاسخ فركانسي   

را نـشان مـي     همراه با رفتار فركانسي بالا    ) يك (1كوچكتر از   

 را بـراي مقـادير      پايـدارتري ، و از اين طريق پيكربنـدي        دهد

  .سازد كوچكتري از امپدانس ورودي ممكن مي

 2 از سه آينـه جريـان بـا نـسبت بزرگنمـايي                  طبقه بهره 

 بـراي   6ان   جري ـ بهـره  كه بـدين ترتيـب    . تشكيل شده است  

  .شود  فراهم ميZخروجي 

  نويزسازي  بهينه -3-1
نـويز كلـي معـادل       كـه    [7]     بررسي ها نشان مـي دهنـد      

 با مربع   نسبت مستقيم ،  AB در حامل جريان كلاس      ورودي

هـاي جريـان و       ضريب هدايت متقابل ترانزيـستورها در آينـه       

 با ضـريب هـدايت متقابـل ترانزيـستورها در           نسبت معكوس 

 مـا نيـز بـه همـان نتـايج            بررسي هـاي   . دارد خطيترا  حلقه  

 استراتژي متفـاوت بـراي كـاهش         دو ما از . منتهي شده است  

  :پيروي نموده ايم نويز

 با در نظر گرفتن نسبت ابعـاد بزرگتـر بـراي            طراحي مدار  )1

  ي ديگر ترانزيستورهانسبت به M4و  M1ترانزيستورهاي 

  (Ipp)كاهش دادن جريان باياس ) 2

هـاي     جنبه وقتيهاي بيان شده فوق       ژي با ايده  اولين استرات  

  . سازگار است، پهناي باند را در نظر بگيريمماكزيمم كردن

 Ipp، كاهش   وجود ندارد  استراتژي دوم    اين سازگاري براي  اما  

  مدار مـا    ،   نتيجه آن كه   .شود   مي  نيز هش پهناي باند  اباعث ك 

 داشـته  با اين ساختار نمي تواند حداكثر پهناي باند ممكن را      

  .باشد

   ديناميك موثر وروديمحدوده -3-2
ين ي ـع ت  ورودي خطي توسط عملكرد حلقه تراخطي          دامنه

  : حلقه داريمتبنابراين با نوشتن معادلا. شود مي

(3)  
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 در ناحيـه  با در نظر گرفتن ايـن كـه تمـام ترانزيـستورها                 

 بـه جريـان      به ترتيب  تواند   مي )3( رابطهكنند،     مي كاراشباع  

  :منجر شود  ID4 و ID3 هاي

(4)  2

4,3 4
1 ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
±=

pp

x
ppD kI

IkII  

  

  
  حامل جريان بهبود يافته : (3)شكل



   

  6

 k و X جريان ورودي گـره   Ix،  ياس جريان با  Ippكه در آن       

 M3(M4) و M1(M2) ترانزيـستورهاي   ابعـاد   بـين   ابعاد نسبت

 4kIpp و 4kIpp- مـابين  Ixاين نتايج تنها براي مقـادير   . است

ادير، مقـادير مـاكزيمم جريـان       ايـن مق ـ   ( ،معتبر مـي باشـد    

هـستند كـه در آن       بهره )به عنوان تقريب مرتبه اول    ورودي  

را حفظ مـي     به جريان ورودي     تقويت كننده وابستگي خطي   

كنـد كـه كنتـرل دامنـه  ديناميـك              بيان مي  )4( رابطه. كند

 ترانزيـستورهاي   ابعـاد دوبـاره    تغيير مقياس    ورودي از طريق  

 يي با اين وجود، از آن جا       است، ر امكان پذي  اي تراخطي   حلقه

مي باشـد، خـود    اترنت سريع  مورد نظر ما به    كاربرد  براي كه

 ي دينـاميك محـدوده  نيـست و  ي به خطي بودن نيـاز     به خود 

  .باشد بزرگترمي تواندموثر

  سازي نتايج شبيه -4
، متعلـق بـه   CMOS 0.8 um  بـا تكنولـوژي   عمليمدار    

ناي باند، نـويز و      سازگاري ما بين په    با هدف   AMSشركت  

،  يك اترنـت سـريع     در،  اتصالات اپتيكي مسير      توان مصرفي 

 داراي NMOSهمــه ترانزيــستورهاي . طراحــي شــده اســت

و  M1 هـستند بـه جـز        20um/1.2um برابر با    W/Lنسبت  

M3  ــسبت ــه بــا ن ــده 70um/1.2um ك .  انــد طراحــي ش

نيـز داراي نـسبت طراحــي    M25وM20وM12 ترانزيـستورهاي 

بهـره   هستند، تـا بتواننـد مقـداري         40um/1.2umمتفاوت  

 تمام . برقرار سازندZ و خروجيX بين ورودي   جريان مناسب 

 برابــر 1.4 داراي نــسبت انــدازه  PMOSترانزيــستورهاي 

  .  هستندNMOS ترانزيستورهاي

 شـبيه  PF 10 مدار توسط آشكارساز با ظرفيت پـارازيتي     

 كـه بـه    10PF و خـازن  Ω50مقاومـت  . سازي شده اسـت 

صورت موازي با هم قرار دارند به عنوان بار خروجي در نظـر             

 180، برابر با Ipp نندهمقدار جريان قطبي ك. گرفته شده اند

uA دو خازن   .  است(Cby)1nF     آفـست   براي حـذف جريـان  

(offset) اســتفاده شــده اســت و بــالاخره Rcomp بــه مقــدار 

Ω300 البته بادر دسـت    ( با اين پارامترها    .  است ده ش بهينه

ــستورهاي   ــاي ترانزي ــتن پارامتره ــر  CMOSداش ــورد نظ م

  :نتايج زير قابل تحقق خواهد بود ) AMSشركت 

، در پهنـاي  dB 18 جريـاني برابـر بـا    تقويت كننده، بهره )1

  .دارد 130MHz باند 

  فركـانس   تـا  Ω210 در حـدود  انس ورودي مقداري    دمپا )2

10MHz در حـــدود دارد، و پيكـــي Ω480 در فركـــانس 

780MHz  پاسخ فاز تقريباً براي همه بانـدها        ودهد   نشان مي 

  .صفر است 

 اسـت كـه     HZ/pA2.9در حـدود   سطح نـويز ورودي      )3

  .كند  محدود مي1uA را به تقويت كنندهحساسيت 

ــاميكي ور) 4 ــه دينـ ــه  65dBودي دامنـ ــت كـ ــراي اسـ بـ

با اين فرض،    (.مورد نظر ما بوده است     يهاي ديجيتال   سيگنال

هـاي ورودي بـزرگ، انـدكي كـاهش            جريان در سيگنال   بهره

ها هماهنگي    نشان خواهد داد بدون اين كه با تمامي سيگنال        

  ).باشد

  160MHz    با تقويت كننده مشابه مي توان پهنـاي بانـد   

 جريـان   راي اين كار،  فقط كافي اسـت       را به دست آورد كه ب     

ــي ك ــدهقطب ــي  Ipp نن ــت جبران ــت و Rcomp و مقاوم  ظرفي

 كـاهش   .، ورودي را تنظـيم شـوند       آشكارسـاز  10pFپارازيتي

دهد كه پهنـاي بانـد       ظرفيت آشكارساز هم چنين اجازه مي     
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 در حالي كـه   ،   تغيير يابد  350MHz مقادير به   تقويت كننده 

 .دارديادي را  دامنه ديناميكي ورودي زهنوز

 و بـا  0.8um CMOS    نتايج فوق براي مدار با تكنولـوژي 

Level 49  متعلق به شركت كهAMS   است، بدسـت آمـده 

اما به علت در اختيار نداشتن پارامترها و عدم در اختيـار            . اند

 جهـت آنـاليز    AMSگذاردن اين پارامترها از طرف شركت 

 صـورت تئــوري و      ، به ناچار به    Hspice(2004)در نرم افزار  

. آناليز با استفاده از پارامترهاي تكنولوژي ديگر صورت گرفت        

عدم سازگاري طرح با تكنولـوژي مربوطـه نتـايج          لت  اما به ع  

افــت بهــره، تغييــر رفتــار فركانــسي . دلخــواه بدســت نيامــد

 از  ACسيستم، تغييرات ناگهاني امپدانس ورودي در جاروب        

. ولـوژي جديدبدسـت آمـد   معايبي بود كه در اسـتفاده از تكن       

 سعي شـد تـابهره سيـستم  در          CMOS چند   W/Lباتغيير  

فركانس مورد نظر افزايش داده شود، براي اين كـار، مقـادير            

W/L ــستورهاي ــه  M25وM20وM12 ترانزيــــــــ بــــــــ

100um/1.2um          تغيير يافت كه در نتيجه اين تغييـر مولفـه

هـا  W/Lكه رابطه مـستقيم بـا    (  AD , AS , PD , PSهاي 

  :رابطه زير بيانگر اين تغيير است . نيز تغيير يافتند ) ددارن

(5)  Ps = PD = W + Lmin 

As = AD = W*Lmin 

 از ايـن    130MHz در فركـانس     9dB    بدين ترتيب بهـره     

، اما اين تغييرات تاحدودي پاسخ      )4شكل(سيستم گرفته شد  

،  )100MHzبه خصوص در فركانس هاي بالاي       ( فركانسي  

 و همچنين حـساسيت سيـستم نـسبت بـه           امپدانس ورودي 

نويز را تحت تاثيرقرار داد كه توصيه مي شـود جهـت بهينـه              

 سازي عملكرد سيستم از پارامترهاي مربوط بـه تكنولـوژي   

AMSاستفاده گردد .  

 گيري نتيجه -5

 بهبـود يافتـه،     AB جريان نـسل دوم كـلاس        يك حامل     

 بـه   وقتـي (انس بهتـري    داين حامل، كنترل امپ ـ   . رفي شد عم

 قـرار   X,Zهـاي     ، بـين گـره    ي جريان تقويت كننده مد  عنوان  

دامنـه ديناميـك     بـه هاي قبلي كه      نسبت به حامل  ) گيرد  مي

ايـن مـدار     .، از خود به نمايش گذاشـت      نيازمند بودند  بالايي

تواند بسته به ظرفيت آشكارساز ، پهناي باندي تا حـدود             مي

350MHZ ــد ــشان دهن ــدار.  را ن ــده م ــشنهاد ش ــراي  پي  ب

سـازي شـده      سيم اترنت سـريع بهينـه       هاي اپتيكي بي  دكاربر

تواند ماكزيمم دامنه  ديناميكي ورودي       و مي   )5شكل   (است

 ايـن   .ارائه نمايند  12mw توان مصرفي  را با    65dB در حدود 

 كيلـومتر   2 تـا    1 اپتيكـي بـه فواصـل        ارتباطاتها براي     مدل

  .مناسب است

  



  
  

  

  

  

  يجريان ورودي وجريان خروج : )4(شكل
. بدست آمده اند) Hspice 2004با استفاده از نرم افزار (  هاي تغيير يافته W/Lمنحني ها با استفاده از پارامترهاي موجود و 

  
   بهبود يافتهCCIIدياگرام اترنت سريع بي سيم نوري با استفاده از ) : 5(شكل 



  سپاسگذاري

شگاه در پايان از كمك هاي دكتر حسن رسولي سقاي از دان

 ايران و دكتر لوئيز نرو آلوز از -آزاد علوم و تحقيقات تهران

 پرتقال و دكتر -دپارتمان الكترونيك و مخابرات سنتياگو

شهرام مينائي از دانشكده مهندسي الكترونيك و كامپيوتر 

 . تركيه كمال تشكر را دارم-استانبول
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